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КОРРЖЦИЯ ОДИНОЧНЫХ И ДВОЙНЫХ ПАРНЫХ ОШИБОК
Б ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ

П,П.Урбанович, СССР, 220600,
Минск, ул.П.Бровки,6, Минский радиотехнический институт

Рассмотрен метод и особенности его аппаратурной реализа­
ции коррекции одиночных независимых и двойных парных оши­
бок в информации, хранящейся в запоминающих устройствах 
(ЗУ). Используемый для этого корректирующий код обладает 
меньшей избыточностью по сравнению с кодами для коррекции 
одиночных и двойных смежных ошибок.

A SINGLE AND DOUBLE-COUPLED ERRORS CORRECTION
IN SEMICONDUCTOR MEMORY

P.P.Urbanovich, USSR, 220600,
Minsk, P.Brovki str.,6, Minsk Radioengin. Institut

A method and features of its realization for single in­
dependent and double-coupled errors in memory correction 
are discussed. Using for it correcting code has less re­
dundancy than a single end double-adjacent errors correc­
ting code.

Рост информационной емкости и быстродействия полупроводни­
ковых кристаллов ЗУ обеспечивается прежде всего увеличением ра­
змеров кристаллов и степени интеграции элементов устройств. Од­
нако эта тенденция имеет и другую сторону, связанную с повыше­
нием восприимчивости структуры кристалла к различным дестаби­
лизирующим факторам. Результаты влияния таких факторов прояв­
ляются в дефектах кристалла или отказах ЗУ при его эксплуата­
ции.

Для коррекции ошибок в информации, возникающих из-за де­
фектов или отказов, широко применяются корректирующие коды. При 
выборе кода учитывают наиболее вероятный характер ошибок и уро­
вень снижения быстродействия избыточного ЗУ по сравнению с без- 
ызбыточным.

Проведенные исследования одного типа однокристальных ЗУ
[I] показали, что наиболее вероятными являются отказы одиночных 
и двойных парных элементов памяти (ЭЛ) накопителя ЗУ. Последний 
тип отказа обусловлен дефектами разрядной шины, общей для одной 
пары (1-2, 3-4 и т.д.) ЭП.
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В ЗУ обычно используется метод декодирования кодовых слов 
по синдрому, при котором двоичный вектор - признак ошибки (си­
ндром) однозначно определяет местоположение ошибочных разрядов 
в слове (если таковые имеются). Таким образом, с учетом пере­
численных ограничений и особенностей задача состоит в построе­
нии проверочной матрицы И кода. Известно, что такая матрица 
имеет л вектор-столбцов \ k - длина информаци­
онного слова), являющихся двоичным представлением чисел, иск­
лючая 0 и 2 i а - о ,1,...), а также /* вектор-столбцов 

Г - количество проверочных символов в кодовом 
слове). Под длиной информационного слова применительно к ЗУ по­
нимается количество разрядов одного хранимого слова либо опре­
деленное число рядом расположенных ЭП одной строки накопителя. 
При длине кодового слова в П разрядов (#=J?*/*) в этом слове 
могут появиться /? одиночных независимых ошибок и/ZZ? двой-

существует 2 кодовых слов, одно из которых (обычно 0) соот­
ветствует случаю отсутствия ошибок в кодовом слове, можно запи­
сать следующее неравенство для определения минимально необхо­
димого значения /* :

П + П/2 ł 1 i/
ИЛИ

Решение последнего неравенства относительно имеет вид:
(I)

Анализ соотношения (I) показывает, что для коррекции рассматри­
ваемого типа ошибок необходимо меньше проверочных разрядов в 
кодовом слове, чем для коррекции одиночных и двойных смежных 
ошибок [2] .

При разработке конструкции избыточного ЗУ на одном крис­
талле принято во внимание, что при минимальном F для данного 
А условие (I) позволяет построить проверочную матрицу кода 
таким образом, чтобы Г-2 разрядов (старших или-младших) век- 
тор-стслбцов ) представляли собой последователь­
ность положительных целых чисел, -начиная с нуля. Это позволя­
ет упростить схему кодера за счет использования кода адреса 
опрашиваемого ЭП в одноразрядном ЗУ [з] .

При обращении в цикле чтения к разряду J кодового слова
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определяется синдром S При St о происходит его сравнение с 
вектор-столбцами jfyj , /?; , hj + i. и двоичными суммами Д; с 
и /?jł4 . Таким образом устанавливается достоверность или оши­
бочность считываемого информационного слова.
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